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(57) Abstract: The invention concerns a method for preparing gallium nitride films by vapour-phase epitaxy with low defect densi- 
lies. The invention concerns a method for producing a gallium nitride (GaN) film from a substrate by vapour-phase epitaxy deposition 
of gallium nitride. The invention is characterized in that the gallium nitride deposition comprises at least one step of vapour-phase 

^■^ epitaxial lateral overgrowth, in that at least one of said epitaxial lateral overgrowth steps is preceded by etching openings either in 
a dielectric mask previously deposited, or directly into the substrate, and in that it consists in introducing a dissymmetry in the en- 

fs| vironment of dislocations during one of the epitaxial lateral overgrowth steps so as to produce a maximum number of curves in the 

f± dislocations, the curved dislocations not emerging at the surface of the resulting gallium nitride layer. The invention also concerns 

1^ the optoelectronic and electronic components produced from said gallium nitride films.. 
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(57) Abrege : La presente invention concerne Telaboration de films de nitrure de gallium par epitaxie en phase vapeur avec de 
faibles densites de defauts. Elle a pour objet un precede de realisation d'un film de nitrure de gallium (GaN) a partir d'un substrat, 
par depot de GaN par epitaxie en phase vapeur, caracterise en ce que le depot de GaN comporte au moins une etape de surcroissance 
epitaxiale laterale en phase vapeur (ELO), qu'au moins une de ces etapes d 5 ELO est precedee d'une gravure d'ouvertures soit dans 
un masque de dielecirique prealablement depose, soil directement dans le substrat, et en ce que Ton introduil une dissymeirie dans 
Fenvironnemenl des dislocations lors d une des etapes d'ELO de facon a provoquer le plus grand nombre de courbures des disloca- 
tions, les dislocations courbees n'emergeant pas a la surface de la couche de GaN ainsi oblenue. Elle concerne aussi les composants 
optoeleclroniques el clcclroniques elabores a partir de ces films de nitrure de gallium. 
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